Nr rejestracyjny: 2018/31/D/ST5/00399; Kierownik projektu: dr Pawet Michatowski
Charakteryzacja cienkich warstw z nanometrowa

i subnanometrow3g rozdzielczoscia wglebng przy uzyciu metody
Spektrometrii Mas Jonow Wtornych

Spektrometria Mas Jonéw Wtornych (SIMS z ang. Secondary Ion Mass Spectrometry) jest niezwykle
precyzyjna metoda badania powierzchni probek. Polega na bombardowaniu badanego materiatu wigzka tzw.
jonow pierwotnych co prowadzi do trawienia i rozpylania materii z powierzchni probki. Czg$¢ rozpylonych
czastek posiada niezerowy tadunek elektryczny (tzw. jony wtorne) i to wlasnie one poddawane sg masowe;j
analizie spektralnej, ktora dostarcza informacji na temat sktadu pierwiastkowego probki. Poniewaz kolejne
warstwy probki sg odtrawiane podczas trwania pomiaru uzyskuje si¢ rowniez informacje o zmianie sktadu
probki funkcji glebokosci, tworzac tzw. profile wgtebne. Mozliwe jest rowniez trojwymiarowe obrazowanie
probki poprzez analizg lateralng sygnatu.

Celem projektu jest charakteryzacja materiatbw z nanometrowa i subnanometrowg rozdzielczo$cia wgltebna
przy uzyciu techniki SIMS. Taka rozdzielczos¢ jest konieczna do badan nad ultra cienkimi warstwami, a szczegol-
nie materiatami 2D, ktorych grubos¢ wynosi zaledwie kilka atomow. Niestety wigkszos¢ spektrometrow SIMS
nie posiada tak dobrej rozdzielczosci, a otrzymane wyniki sg rozmyte i uniemozliwiajg opisywanie zjawisk
fizycznych i chemicznych zachodzacych w skali nano. Aby wykona¢ takie badania konieczne jest stworzenie
dedykowanych procedur pomiarowych, ktére sa ukierunkowane wytacznie na jeden konkretny typ materiatu.
Dzigki temu mozliwe jest podniesienie czutosci urzgdzenia, a w konsekwencji osiggnigcie pozadanej rozdziel-
czo$ci wglebnej. Takie podejscie jest jednak bardzo czasochtonne gdyz wymaga indywidualnego podejscia do
kazdego typu materiatu - czesto okazuje si¢, ze nawet w przypadku podobnych probek wymaga jest ponowna op-
tymalizacja procedury pomiarowej. Jednak utworzenie szerokiej bazy procedur dedykowanych znacznie skroci
czas potrzebny na przygotowanie si¢ do badan nieznanego materialu, gdyz adaptacja istniejagcych procedur jest
nieporownywalnie szybsza niz opracowanie jej od podstaw. Ostatecznym celem projektu jest wigc sprawie-
nie, aby technika SIMS dotaczyta do grona metod pomiarowych zdolnych od charakteryzacji ultra cienkich
materiatow.



